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ELABORAREA TEHNOLOGIILOR DE DEPUNERE iN VID
A STRUCTURII VARIZONICE (As;Ses; — As;S3 + Sn)

Oleg CORSAC, Sevastian NEAMTU, Nadejda NASEDCHINA

LCS ,,fnregistrare Fototermoplastica”

The paper represents the result of the elaboration of the technology for obtaining layers with graded band-gap
longitudinal structure on the flexible dynamic films. The technological regimes for obtaining the longitudinal graded
band-gap layer of As,Se; — As,S; + Sn were specified. Electro physic properties of these layers determinate their wide
application in obtaining the photo-thermo-plastic films.

Peliculele fototermoplastice, in calitatea lor de medii de Inregistrare a informatiei optice, datorita
calitatilor deosebite in comparatie cu alte medii traditionale, s-au dovedit a fi utile pentru a fi folosite in
tehnica informationald [1,2]. Elementul de bazd al peliculelor fototermoplastice responsabil de
sensibilitatea intregului sistem semiconductor-termoplastic il constituie stratul de semiconductor. Cele
mai cunoscute si studiate materiale semiconductoare sunt sticlele calcogenice As,Se;, As,S; si solutiile
solide ale acestora [3].

Neajunsurile acestor sisteme de inregistrare constau in sensibilitatea redusa si spectrele de sensibilitate
inguste.

De aceea, una dintre sarcinile principale pentru largirea domeniului de utilizare a peliculelor fototermo-
plastice este elaborarea unei noi structuri semiconductoare cu sensibilitate ridicata si cu un diapazon spectral
mare.

Pentru obtinerea unor astfel de pelicule semiconductoare poate fi folositd structura varizonica pe baza
semiconductorilor deja cunoscuti (4s,Se;, 45,53).

Pornind de la cele expuse, scopul nostru consta in elaborarea tehnologiei de obtinere a straturilor varizo-
nice longitudinale As,Se; — As,S; + Sn pe suporturi flexibile de lungime mare.

Tehnologia obtinerii straturilor varizonice a fost elaborata la instalatia cu vid UVN-73, la care s-au
efectuat modificarile necesare, tindndu-se cont de faptul ca straturile au fost obtinute prin metoda evaporarii
concomitente a materialelor 4s,Se; si As,S; + Sr din doud evaporatoare.

In acest scop, in camera cu vid au fost instalate un dispozitiv de fixare si alimentare cu curent a doua
evaporatoare rezistive, un ecran ce limiteaza zona de condensare §i un ecran vertical ce separa evaporatoarele
si regleazd zona de formare a stratului varizonic. De asemenea, pentru obtinerea peliculelor lingi in camera
cu vid este prevazut un dispozitiv pentru tragerea peliculei flexibile deasupra evaporatoarelor. Evaporatoa-
rele au fost confectionate din inox cu titan, sunt identice, avand dimensiunile 35x30x20 mm si sunt pozitio-
nate la distante de 10 cm si 12 cm pana la suportul flexibil. Ecranul vertical care separa evaporatoarele este
amplasat la jumatatea distantei dintre ele (5 cm). Acest ecran are un rol important la formarea zonei varizo-
nice de condensare a vaporilor de semiconductor.

La elaborarea tehnologiei, obiectivul principal este determinarea zonei de condensare pe peliculd a stra-
tului varizonic. Aceasta se obtine prin determinarea pozitiei optimale a ecranului vertical ce desparte evapo-
ratoarele.

In acest scop s-a efectuat evaporarea separati a materialelor As.Se; si As,S; + Sn, regland pozitia ecranu-
lui astfel incat pe pelicula (care se afld in stare staticd) sa se depund un strat in forma de ,,fald”, a carui
grosime variaza liniar de la 1,5 um péna la 0.

In rezultatul efectudrii multiplelor experimente s-a determinat ¢ pentru obtinerea acestor straturi distanta
de la marginea de sus a ecranului ce separd evaporatoarele pana la pelicula pe care se condenseaza vaporii de
semiconductor este de 4 cm. Temperatura de evaporare a As,Se; este de 330°C, iar pentru As,S; + Sn — de
335°C. Astfel, zona de condensare necesara pentru depunerea stratului varizonic este de 10 cm.

Pentru obtinerea peliculelor pe suport mobil si de lungime mare s-a efectuat evaporarea fiecarui material.
Viteza de deplasare a peliculei a fost de 0,2 cm/s; astfel, la temperaturile de evaporare indicate anterior au
fost obtinute straturi cu grosimea de 1,5 pm.
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In rezultat, au fost determinate regimurile tehnologice de obtinere a straturilor semiconductoare la care
vitezele de condensare a fiecarui material semiconductor sunt egale (0,03 um/s).

Aceasta ne da posibilitate de a efectua evaporarea ambelor materiale (4s,Se; si 4s,S; + Sn) din doud
evaporatoare concomitent, pentru a obtine stratul varizonic As,Se; — As,S; + Sn Tn zona de condensare.
Grosimea stratului varizonic in acest caz este de 2,3-2,5 pm.

Astfel, a fost elaboratd tehnologia de obtinere a straturilor varizonice longitudinale pe pelicule flexibile in
miscare. Deplasarea peliculei flexibile in timpul evaporarii s-a efectuat de la evaporatorul pentru As,Se; spre
As,S; + Sn. Regimurile tehnologice stabilite (Tab.1) sunt: pentru 4s,Se;: T = 330°C, pentru 4s,S; + Sn: T =
335°C si viteza de deplasare a peliculei este de 0,2 cm/s.

Tabelul 1
Regimul tehnologic de obtinere a structurilor varizonice As,Se; — 45,53 +Sn
: Tevaporat. Tinesta Tevapor. Viteza | Viteza depla- | p o inea, d,
Tipul s/c o min. > | condensarii, | sarii peliculei,
C : s mm.cl.Hg pm
s um/s cm/s
As>Se; 330 13 50 0,03 0,20 2:10* 1,5
As,»S; + Sn 335 13 50 0,03 0,20 2-10° 1,5
As>Ses—As>S3+Sn - 13 50 0,05 0,20 2-10° 2.5

In calitate de suport flexibil pentru obtinerea straturilor varizonice au fost folosite peliculele de polieti-
lentetraltalat cu latimea de 35 cm si grosimea de 80 pm.

A fost studiata cinetica relaxarii potentialului de suprafata la Intuneric si la iluminare. Au fost determinati
principalii parametri electrofotografici ai straturilor de semiconductor obtinute (rezistenta specifica la
intuneric — p, multiplicitatea fotocurentului la iluminare de 40 Lx — k) (Tab.2).

Tabelul 2
Parametrii fizici ai peliculelor semiconductoare
. P, K, /Imax, ds/c;
Tipul s/e Om-cm la 40 Lx um um
As,Se; 9,55-10" 104 650 1,4
As,S; + Sn 2,10-10™ 31 498 1,5
As,Ses—As>S;+Sn 1,20-10™ 140 540 23

readuse, este de AL = 190 nm si este cuprins intre lungimile de unda A; = 490 nm si A, = 680 nm, care este cu
mult mai mare decat cel al straturilor formate din componentii structurii varizonice (pentru As,S;+Sn,
AL =60 nm si A; = 460 nm, A, = 540 nm, iar pentru 4s,Se;, AL = 100 nm si A; = 600 nm, A, = 760 nm).
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Astfel, a fost elaborata tehnologia de obtinere a straturilor varizonice As,Se;—As,S;+Sn, ai caror parametri
electrofotografici satisfac integral conditiile necesare pentru formarea peliculelor fototermoplastice, ale caror
proprietati sunt mai optime decat semiconductorii ce formeaza stratul varizonic luat aparte.
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